
2П901А, 2П901Б, 2П901А-5, 2П901Б-5,
КП901А, КП901Б

Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолиро­
ванным затвором и индуцированным каналом л-типа генера­
торные. Предназначены для применения в усилит елях и гене­
раторах в диапазоне коротких и ультракоротких длин волн. 
Транзисторы 2П901А, 2П901Б, КП901А, КП901Б выпускаются 
в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип 
прибора указывается на корпусе. Транзисторы 2П901А—5, 
2Л901Б—5 выпускаются в виде кристаллов с контактными пло­
щадками без кристаллодержателя и без выводов для исполь­
зования в гибридных интегральных микросхемах. Тип прибора 
указывается в этикетке.

Масса транзистора в металлокерамическом корпусе не 
более 6 г, кристалла не более 0,00012 г.

2П90НА.Б). КП90КА.Б)

Электрические параметры
Выходная мощность на f =  100 МГц,

— 50 В, С/щ = 0:
2П901А, 2П901А-5, КП901А, не менее...  10 Вт
2П901Б, 2П901Б—5, КП901Б.................  6,7...8,9*...

9,9* Вт
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2П90КА-5.Б-5)

Коэф ф ициент усиления по мощ ности 
при £/си = 50 В, 6/зи = 0:

Г = 100 МГц:
2П9СИА, 2П 901А —5, КП 901А
при Явых = 10 В т .......................................... ... 7 ...1Q *...

12 ,5 * дБ
2П90ТБ, 2П 901Б—5, КП 901Б
при  ЯВЬ1Х = 6,7 В т ......................................... ... 7 ...1 0 *...

12 ,5* дБ
f =  60 МГц:

2П 901А , 2П 901А —5, КП 901А
при Явых = 10 В т ..........................................
2П901Б, 2П 901Б—5, КП 901Б

... 10...13*...16* дБ

при ЯВых = 6,7 В т ................................ ~ ...... .. 10...13*...16* дБ
Коэф ф ициент полезного  действия 
на f  = 60 МГц при 6/си = 50  В, £/зи = 0:

2П 901А , 2П 901А —5, КП 901А
при Явых = 10 В т .................................................. .. 35...40*...44*%
2П 901Б , 2 П 9 0 1 Б -5 , КП 901Б
при Явых = 6,7 В т ................................................. .. 35 ...40*...44*%
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Крутизна характеристики при £/ги = 20 В,
/с = 500 мА:

Т = -6 0  *С:
2П901А, 2П901А— 5, КП9 1А, не менее 30 мА/В 
2П901Б, 2П901Б-5, КЛ901Б, не менее 40 мА/В 

Г= +25 °С.
2П901А, 2П901А-5, КП901А................  50...110* ..

160* м А/В
2П901Б, 2П901Б-5, КП901Б................  60...130* ..

170* мА/В
Т= +125 °С:

2П901А, 2Л901А— 5, КП901А, не менее 20 мА/В 
2П901Б, 2П901Б-5, КП901Б, не менее 30 м А /В  

То к стока при 7/си = 20 В, 7/ан = 20 В:
2П901А, 2П901А— 5, КП901А......................  1.6— 2.3*...

3,7* А
2П901Б, 2П901Б-5, КП901Б.......................  1,2...1,4*...

1,8* А
Начальный ток стока при UCii •= 20 В, U3H -  0:

Г = — 60 °С, не более................................ 500 мА
Г = +25 °С___ ____ ____________ _____  15*_50*...

200 мА
Т = +125 °С, не более..................... .......... . 400 мА

Остаточный ток стока при Ц:н = 85 В,
</зи = -15  В .................... ............ ................... . 3*...7* ..50 мА
Емкость затвор— исток £/зи = — 30 В ................  15*...50*...

100 пФ
Проходная емкость при £/си = 25 В
(Узи = — 15 В ......................................................... 1,5* ..4*...Ю пФ

Предельные эксплуатационные данные
Напряжение сток— исток................................... 70 В
Импульсное напряжение сток— исток
при = 1 мс........................................................ 85 В
Напряжение затвор— сток.................................. 85 В
Импульсное напряжение затвор— сток
при = 1 мс........................................................ 100 В
Напряжение затвор— исток...............................  30 В
Постоянный ток стока........................................  4 А
Постоянная рассеиваемая мощность1
при Гк < +25 °С..................................................  20 Вт

1 При Тк > +25 “С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ­
ность рассчитывается по формуле

^млкс = 20 [1 —  (Гк —  25)/125), Вт.
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Температура р-п перехода...................................  +155 °С
Температура окружающей среды....................... — 60... Гк =

= +125 °С

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 
транзистора 1 мм, температура пайки не выше +260 *С, время 
пайки не более 3 с.

Зависимости электрических параметров от напряжения и 
температуры для 2П901А— 5, 2П901Б— 5 аналогичны зависимо­
стям 2П901А, 2П901Б.

Технология сборки транзисторов 2П901А— 5, 2П901Б— 5 в 
гибридные схемы, применяемые детали и материалы гибрид­
ных схем, должны обеспечить такое значение теплового со­
противления канал— теплоотвод, при котором температура 
кристалла должна быть не более +150 вС.

При монтаже транзисторов в составе гибридных схем не­
обходимо выполнять следующие условия:

монтаж транзисторов в составе гибридных схем должен 
осуществляться с помощью ультразвуковой пайки в инертной 
среде. Температура пайки +400...+450 ®С. В качестве припоя 
должна применяться золотая прокладка толщиной 0,02 мм. 
Основание, на которое напаивается транзистор, должно быть 
золоченое, толщиной покрытия 3...4 мкм. Рекомендуемый ма­
териал основания окись бериллия СБ— 1 ТУ 957219— 78;

присоединение выводов к контактным площадкам должно 
производиться ультразвуковой сваркой. В качестве выводов 
должна применяться алюминиевая плющенка А995Д 0,25... 
0,03 мм Ж К 070217255 ТУ. Соединение выводов с контактной 
площадкой должно выдерживать разрывное усилие не менее 
2 гс;

после ультразвуковой сварки выводов они не должны ка­
саться структуры и боковых ребер транзистора;

не допускается смещение сварных точек, приводящее к 
закорачиванию элементов транзистора;

не допускается сильное натяжение и провисание выводов; 
не допускается разрыв (пережатие) алюминиевой проволо­

ки в месте сварки.
После извлечения транзисторов из упаковки изготовителя 

до присоединения выводов к контактным площадкам транзи­
сторы должны находиться в специальной камере с инертной 
средой не более 10 сут. В случае использования части тран­
зисторов из общей упаковки, неиспользованные транзисторы 
должны быть повторно упакованы в герметичную тару. Требо­
вание на хранение в специальной камере с инертной средой не 
более 10 сут распространяется на повторно упакованные тран­
зисторы с момента вскрытия вторичной упаковки.
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Зона возможных поло­
жений зависимости кру­
тизны характеристики 

от напряжения затвор— 
исток

Зона возможных поло­
жений зависимости кру­

тизны характеристики 
от тока стока

Зона возможных поло­
жений зависимости кру­

тизны характеристики 
от напряжения сток— 

исток
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Зона возможных поло­
жений зависимости про­
ходной емкости от на- 
пояжения сток— исток

Зона возможных поло­
жений зависимости то­
ка стока от напряже­

ния затвор—исток

Зона возможных поло­
жений зависимости 

проходной емкости от 
напряжения затвор— 

исток
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Зона возможных поло­
жений зависимости ем­
кости затвор—исток от 
напряжения затвор— 

исток

Зона возможных поло­
жений зависимости кру­

тизны характеристики 
от температуры

Зона возможных поло­
жений зависимости от­
носительного измене­

ния пробивного напря­
жения сток—исток от 

температуры
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